Podle Theveninova teorému zjednoduste obvod na obrazku. U =15V, R,=1kOhm a
R~=2,2kOhm

. 1
| -
| [ S S, 111
Tl ] KA 1]
[{FAN / I
M T
| |
| PN a
hd e

Z \Q-A charakteristiky na obrazku urcete diferencialni odpor diody pfi proudu I,2=2,0mA

-7 T

1
i

(mA)

It

[
H
I

—

Proud

F
r
F

£
¥
! ! ! ! ! ! ! g

H __‘-—’

0.0 0.5 1.0
Napéti (V)

Jaké jsou typické hodnoty ubytkli napéti v propustném sméru u usmériiovacich Si diod:
a) s PN piechodem:
b) s pfechodem kov-polovodic:

Ubytek napéti v propustném sméru u Si diody s PN piechodem (KY708) pti 20 °C a proudu
[,=5mA je Uax=0,65V. Vypoététe hodnotu napéti Uak pro teplotu PN piechodu 100 °C.

Definujte graficky dobu zavérného zotaveni t. usmériiovaci diody a diferencialni odpor r» u
Zenerovy diody.

Co je to varikap, v jakych aplikacich a pfi jaké polarizaci napéti s pouziva.

Vypoctéte velikost napét'ového Cinitele stabilizace zapojeni z obrazku, je-li =2 Ohm, R=470
Ohm, U=10V a U,=5V
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Vypoctéte velikost napét'ového Cinitele stabilizace zapojeni z obrazku, je-li ,=20hm, R=470



Ohm, U=15V a U,=10V, R,=2k2.
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Vypoctéte velikost zvIinéni vystupniho napéti jednocestného usmériiovace s filtrem, je-li
odpor zatézovaciho rezistoru R,=1kOhm a kapacita filtraéniho kondenzatoru Cy=470M.

Nakreslete zapojeni mlistkového usmériiovace s filtrem a vypoctéte hodnotu kapacity
filtra¢niho kondenzatoru pro zvinéni 10% pfti zatézi R, = 1000hm

Napiste defini¢ni vztahy parametrii typu ys pro unipolarni tranzistor obecné, vylozte jejich
obvodovy vyznam, rozméry a okrajové podminky jejich platnosti, nakreslete prislusny
nahradni linearni obvod.

Napiste defini¢ni vztahy parametrti typu h. pro bipolérni tranzistor, vyloZte jejich obvodovy
vyznam, rozméry a okrajové podminky jejich platnosti, nakreslete pfislusny ndhradni lineérni
obvod.

Vypoctéte hodnotu odporu Rgzesilovace pracujiciho ve tfid€ A, je-li Re=1kOhm, h,;=200,
Ucc=15V a Cv1=1mF, CV2=11’I1F.
Vypoctéte hodnotu vystupniho odporu zesilovace pracujiciho ve tfidé A, je-1i Re=1kOhm,
h21e=200, h22e=0,05_r‘_1}§, Ucc=15V a CV1=1mF, CV2=1mF.

o o

ol of .
T 1

5
o]
5
®]

S s S
lAuvst W l !
1 4L 1

Jaké ma napétové zesileni zesilovac z obrazku piedchoziho ptikladu.



Vypoctéte hodnotu diferencidlniho vstupniho odporu zesilovace mezi svorkami 1 - 2, je-li
h;1,=1000 Ohm, Rg=470kOhm, Rg=2700hm, Rc=1kOhm, h,,:=200 a C,;=1mF, C,,.=1mF.
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Jaké ma napétové zesileni zesilovac z obrazku piedchoziho ptikladu.

Vypoctéte hodnotu diferencidlniho vstupniho odporu zesilovace mezi svorkami 1 - 2, je-li
h;1=1000 Ohm, Rg=1MOhm, Rg=1kOhm, h;;:=200 a C;=1mF

Vypoctéte hodnotu odporu Rg zesilovace pracujiciho ve tfidé A, je-1i Re=1kOhm, h»;c=200,
Ucc=15V a Cv1=1mF, Cv2=1mF
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Jaké ma proudové a napét'ové zesileni zesilovac z obrazku predchoziho prikladu

Jaké mé napét'ové zesileni zesilovac z obrazku, je-li hy;e=1000 Ohm, Rc=2kOhm,
Rr=4700hm, h,;~200, C,;=1mF, C;,=1mF.
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Nakreslete zapojeni pro nastaveni pracovniho bodu zesilovace s tranzistorem JFET (N-kanal)

Nakreslete zapojeni zesilovace malého signalu se spoleénym SOURCE s tranzistorem JFET
(N-kanal) a odvod’te vztah pro jeho zesileni.

Nakreslete vystupni V-A charakteristiku
a) tranzistoru JFET s kandlem N
a) tranzistoru JFET s kanadlem P

Nakreslete zapojeni pro nastaveni pracovniho bodu zesilovace
a) s tranzistorem JFET N-kanal.
b) s tranzistorem JFET P-kanal.

Vypoctéte napét'ové zesileni zesilova¢e malého signalu s tranzistorem na obrazku. Uvazujte
pfevodni admitanci 4,5mS a vystupni admitanci 0,04 mS, Rp=1kOhm, Rs=1000hm,
Rc=1MOhm a C,;=1mF, C,,=1mF, C,=1mF.
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Nakreslete zapojeni antisaturani Schottkyho diody pro bipolarni tranzistor jako spinac a
vylozte vliv na dynamické parametry takového spinace.

Nakreslete 2 zplisoby ochrany tranzistrou MOSFET proti pfekmitu napéti pii vypinani
induktivni zatéze.

Vypoctéte velikost prekmitu napéti Ucg pii vypinani induktivni zatéze, tvofené vinutim relé
(Rre=100hm a Lz=0,1mH), je-li vypinaci doba tranzistoru 1.10% s a Ucc=15V.
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Nakreslete zapojeni zesilovace ve tfidé B a jeho pfevodni charakteristiku.

Nakreslete zapojeni zesilovace ve tfidé AB a jeho prevodni charakteristiku



Vypoctéte hodnoty soucastek Ry, Ry a C u zapojeni z obrazku, je-li U;=230V/50Hz (Vei),
Ierv=200mA a Isr=0,5mA. Uhel otevieni piedpokladejte 20° az 160°.
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Nakreslete zapojeni invertujiciho zesilovace s opera¢nim zesilovacem a odvod’te vztah pro
napét'ové zesileni tohoto zapojeni

Nakreslete zapojeni invertujiciho zesilovace s opera¢nim zesilovatem a odvod’te vztah pro
vstupni odpor tohoto zapojeni

Nakreslete zapojeni neinvertujiciho zesilovace s operacnim zesilova¢em a odvod’te vztah pro
napét'ové zesileni tohoto zapojeni.

Nakreslete zapojeni neinvertujiciho zesilovace s operacnim zesilovacem a odvod’te vztah pro
vstupni odpor tohoto zapojeni



